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1　　 緒 言

　Au を 溶 解 し た Pb − Sn 共晶半 田 と そ の 接 合部の 性質 に 関 して 多数の 報告
’ ） が有 り 、

Au 含有

量 が 4wt ％ 以 上 で は 半 田 中 に AuS 冂 、 の 化 合 物 が析 出 し て 伸びや 強 度 等の 性質 が 大 幅 に低 下

す る こ と が 知 ら れ て い る 。 し か し 、Au量 が 1wt ％以 下 の 半 田接合 部 に関 し て は Au の 影響 に

つ い て 検 討 さ れ た 報 告
2 ） が 少 な く、接 合 部 の 性質 に つ い て も 不 明 な 点 が あ る 。そ こ で 本研

究で は 、Au を わ ず か に 含 む 半 田 接 合 部 を 形 成 し て 接 合 部 の 組 織 に 関 す る 調 査 を行 い 、い く

つ か の 知 見 が 得 ら れ た の で 以 下 に 報 告 す る 。

2 。 実 験 方 法

　供 試材 と し て 、60Sn −40Pb の 共 晶 半 田 に Au を 0．11〜 0．65wt ％添 加 し た 組 成 の 半 田 接 合 部

を金 属 箔 に 形 成 し た 試 験 片 を用 い た 。 金属箔 に は 、表面 に Ni をo．5μ m 形 成 した Cu 箔 を 用 い

た 。半 田 接 合 は 最 大加 熱 温度 ：240 ℃ と し 、 半田 厚 さ約 0 ．5mm と し た 。 半 田 接 合 部 の 熱 処 理

は 、 大 気 雰 囲 気 の 炉 中で 100〜175 ℃ の 各温 度 に 1 〜500h 保 持 し、接 合 界 面 に 形 成 さ れ た 化

合 物 の 種 類 と破 壌 試 験 に お け る 破 断 モ
ー

ドに つ い て 調 査 した 。

3 。 実 験 結 果 と 検 討

　Fig ，1 は 、半 田 接 合 部 の 初 期 と 150 ℃ −500h 熱 処 理 後 の 断 面 組織 と線 分 析 結果 を 示 す 。接

合初 期 に は 、Ni と PbSn 半 田接 合界面 が形 成 さ れ 、　 Au の 濃縮 層 は な い 。 熱 処 理 に よ っ て 接 合

界 面 に は NiSn 層 とAuSn 層 の 形 成 が確 認 さ れ る 。 ま た 両 者 の 界 面 に は Pb の 層 も 検 出 さ れ て い

る。接 合 界 面 の 半 田側 に Auが 拡散 濃縮 した 時 、初 期 の Pb が 取 り残 さ れ た も の と 考 え られ る

　 Fig ，2 は 、　 Au 濃度 を変 え た 接 合 部 の 125 ℃ に おけ る AuSn層 の 成長過 程 を示 す 。
A凵濃度 が

O．11wt ％ で は 、　AuSn は 成 長 し て な い 。　Fig．3 は 、 加 熱 温 度 に よ る AuSn 成長 速 度 の 違 い を 示

す 。成 長 速 度は 放 物 線 則 に 従 い 、100℃ で もわ ずか な 成長 が認 め られ る 。 こ れ ら の 結果 を ア

レ ニ ウ ス プ ロ ッ ト し て 活 性 化 エ ネ ル ギ
ー

を求 め る と 、約 13．89kcal ／mel の 値 が得 ら た 。
こ

の 値 は sn 中 の Au の 拡散 に お け る 活 性 化 エ ネ ル ギ
ー

（ILO 〜 17．7kcallmo1 ： 結 晶 方 位 に よ る ）

に 一致 し 、Au の 拡散速 度 が化 合 物 の 成長 を律 速 し て い る と 考え られ る 。

　 Fig ，4 は 、125℃ 一・50Gh 熱 処 理 した 半 田接合 部 の 剥 離 破 面 と 組成分 析 結 果 を 示 す 。 破 面 は

脆 性 的 な 破 断 形 態 を 呈 し て お り、Cu箔側 の 破 面 か ら は SntNi ， Cuが 、 半 田 側 の 破 面 か ら は S 冂

Au ，
Ni

，
Pb が 検 出 さ れ て い る 。同 じ破 面 の X 線回 折 結 果 をFig．5 に 示 す 。　Cu 箔 側 に Ni3Sn 、 化

合 物 、半 田 側 に AuSn 、化合 物 の 形 成 が確認 さ れ 、各破 面 に 2 種 類 の 化合物 は 混 在 して い な

い こ と か ら、両 者 の 界 面 で 破 断 し て い る と考 え られ る 。ま た 、組 成分析 の 結果 か ら AuSn 、

溶接学会全国大会講演概 要　笛 59集 ぐ96−10）
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化合物中 に は 微量 の Niが存在 して い る と考 え られ る 。

4 。　 ま　と め

　Au 濃 度 O。21wt ％ 以 上 を 含 む 半 田 とNi の 接合 部 で は 、100℃ 以 上 の 熱 処理 に よ り 接合界 面 に

Ni 。 Sl1、 と AuSn4 の 2 層の 化 合 物 が成 長 す る 。60Sn40Pb と Auの 状 態 図
1 ）

か ら判 断 して Au は 半

田 中 に AuSn 、 と し て 分散 し て 存在 す る が 、こ れ が 熱 処 理 に よ っ て 界 面 に集 合 す る 現 象 に は

Ni が 関 与 し、被 接合 材 料 の 選 択に よ り AuSn 、 の 形 成 を 防止 で き る 可 能性 が 示 唆 さ れ た e
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Fig．1　 SEM　image　and 　EDX 　line　analysis　at　Ciess　seCtion 　of

　 　 solder 　bond 　containing 　O．35　w ヒ％ Au　and 　O．5 μ m 　thick

　 　 Ni　 Pla電ing　on 　Cu
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Fig．2　Growth　 of　AuSn 　 compound 　layer　 at　bond

　 　 inte  ace　under 　125 ℃　storage
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Fig．3　Growth　 of　AuSn　 compound 　layer　 at　bond

　 　 interface　 under 　high　temperature 　 sterage
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Fig．5　X・ray 　Di幵raction 　pattem 　at　fraetUre　surface 　of

　 　 solder　bond　on　Ni　plated　Cu 　shee 量

一・− 111 …

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


